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トバンドポテンシャルはVn-GaN = － (0.071×pH+0.582)、VInGaN/GaN MQW = － (0.069×pH+0.383)
となり、GaNだけでなく、 InGaN/GaN MQW (In0.17Ga0.83N:1.7 nm GaN:18nm 10 周期 )電極
においても、フラットバンドポテンシャルが水の還元電位 (－0.199 V @ pH 0)よりも高いエネ
ルギーに位置することが分かった。 
 
図 1.n-GaNのPL強度のバイアス依存性  
図 2.n-GaN,InGaN/GaN MQWのフラット
バンドポテンシャルの pH依存性  
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